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MOS transistorlar icin ky’ = 40uA/V?2, kp’ = 20uA/V2 Vin= 0.5V, Vip=- 0.7V,

AN =0.01 V1, Ap = 0.02 V!

Sekildeki simetrik CMOS OTA icin (W/L);s = (W/L)4 = 3 olarak verilmistir. T, ve Ts es
akiminda Gm = 200 pA/V, giris

transistorlardir. OTA egiminin Ia = 100pA kutuplama
geriliminin degisim araliginin da

-0.5V<Vin< 0.5V

olmasi isteniyor.

a) Ti, T2, Ts, T6 transistorlarinin (W/L) oranlarini bulunuz.

b) Ky ilk kat kazancini, Ro cikis direncini, Ky gerilim

kapasitesi hangi sart1 saglamalidir?
d) Buldugunuz kapasite degerini dikkate alarak,

(W/L)7 = 20.

kazancini bulunuz.
c) Yiikselme egiminin SR > 5V/usn olmasi istendigine gore, kullanilacak Ci yiik

simetrik OTA ig¢in faz paymni
hesaplayimiz. Diigiim parazitik kapasiteleri Cni = 0.5pF (i= 1..) olarak verilmigtir.



